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中文摘要 

本計畫針對電漿浸潤式碳離子佈植技術應用於提升半導體元件特性進行研究。

電漿浸潤式離子佈植的優點是此技術能在短時間內作高劑量的碳摻雜，希望藉此優

點，來得到高濃度替代位置的碳摻雜層，應用於超淺接面的製作以及矽化鎳熱穩定

性的提升。 

針對鎳化矽熱穩定性的提升，我們做了有或無砷離子佈植兩部分的研究。在無

砷離子佈植的部分，我們發現 5keV/1min 的碳離子佈植可以將鎳化矽的結塊溫度提

升到 800℃，晶相轉換溫度為 700℃；在有砷離子佈植的部分，我們發現 3keV/1min

與 5keV/1min 兩種佈植條件的結果相近，結塊溫度為 700℃，晶相轉換溫度也為

700℃，鎳化矽熱穩定性並沒有明顯的改善。 

在超淺接面製作上，我們針對不同的碳離子佈植條件，以及不同的退火條件分

別作了逆向偏壓之漏電及順向偏壓之理想因子的研究。從實驗結果可以發現在不同

的碳離子佈植條件之下，接面逆偏漏電並沒有太大的改變，只有在 5keV/5min 的碳

離子植入後漏電較明顯的比沒有碳離子佈植的試片小。不同的退火條件下的漏電量

測結果可以發現隨著退火製程的溫度越高、時間越長，因為可修補缺陷的熱能增加，

漏電會顯著的減少。順向偏壓理想因子的量測結果，我們可以發現和逆向偏壓漏電

相同的趨勢，碳離子植入條件的不同造成的影響不明顯，隨著退火條件的溫度越高、

時間越長，所求得理想因子的值越小。 

本研究發現，電漿浸潤式碳離子佈植可以改善矽化鎳的熱穩定性，但是高濃度

的砷原子會破壞此現象。如欲將電漿浸潤式碳離子佈植技術整合至一般 CMOS 製

程，必須審慎考慮製程設計。 
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